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【令和５(2023)年度 中間評価結果】 

評価 評価基準 

 A+ 想定を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 

〇 A 順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

 A－ 
一部に遅れ等が認められるため、今後努力が必要であるが、 

概ね順調に研究が進展しており、一定の成果が見込まれる 

 B 研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 C 
研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の中止が適当で

ある 

（研究の概要） 

 本研究は、近年、応募者らが見いだした、MnTe の結晶多形転移に関する新知見（可逆的かつ不揮発

的に超高速制御が可能）を基礎に、その相転移メカニズムを解明するともに、多形転移半導体の学理を

開拓し、新分野「多形メモリテクノロジー」を創成するものである。さらに、多形転移への外場応答制

御法（熱、電界、磁場、光）を確立することによって、次世代の新メモリデバイス実現を目指す。 

（意見等） 

 MnTe において見いだされた結晶多形変化の外場制御に基づいて、新しいタイプのデバイス設計展開

を目指す意欲的な研究である。MnTe における外場応答構造転移の微視的メカニズムへの理解を更に深

め、その知見を基に、他の材料系や様々な外場（電場、磁場、光、等）への応答も視野に入れて、広く

二軸展開することを目指している。非常に高い目標設定ではあるが、適切な研究計画に基づき、若手の

研究分担者とともに概ね着実に研究を推進しており、 MnTe以外の SmTe、 CrN、 水素化物などの新し

い材料を見いだすなど、国際的にも優れた成果を上げつつあると判断できる。将来のデバイス応用を想

定した際の、省電力動作に向けた設計指針を検討している点も評価できる。 


